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Представлены результаты исследования пленок SiO2, легированных Zn и отожженных в окислительной среде, в качестве активной среды мемристоров. 
На кварцевые подложки толщиной 1мм методом электронно-лучевого испарения были последовательно нанесены слои SiO2 толщиной 40нм, слой Zn толщиной 30нм, и, наконец, слой SiO2 толщиной 60нм. Эти структуры были окислены на воздухе в течение 30мин в диапазоне температур 300-500оС с шагом 50оС. 
Для исследования опытных образцов использовались оптическое пропускание (ОП), комбинационное (рамановское) рассеяния (КР) света и фотолюминесценции (ФЛ). Для визуализации поверхности применялась атомно-силовая микроскопия (АСМ). Для исследования профилей Zn в процессе отжигов применялось резерфордовское обратное рассеяния (РОР). Также были изучены вольтамперные характеристики (ВАХ) полученных структур с разной системой электродов.
Установлено, что по мере отжигов образец просветляется, поскольку наблюдается переход от Zn к прозрачным фазам его оксида ZnO и силицида Zn2SiO4. Обнаружено, что после напыления поверхность образцов гладкая и становится развитой после отжига при 350оС, когда на ней визуализируются НЧ c размером около 10нм. При этом на спектре ФЛ образуется пик при λ=370нм, из-за образования фазы ZnO. Этот пик пропадает после отжига при 500оС, а образуется пик при λ=425нм из-за формирования фазы Zn2SiO4. После отжига при 350оС ВАХ полученных структур имеют характерный для мемристоров гистерезис. 
